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(57) Abstract: The present application relates to a method for producing
an electro-optical device, in particular a photodetector (6) or an electro-op-
tical modulator (6), wherein a waveguide (3) is provided (S1), a planariza-
tion layer (7) extending over at least one section of the waveguide (3) is
produced (S2), preferably, by a procedure in which a coating material is
applied, the planarization layer (7) is provided (S3) with a spin-on glass
coating (9), a preferably dry-chemical etching treatment is effected at least
in the region of the spin-on glass coating (9), optionally the steps of pro-
viding the planarization layer (7) with a spin-on glass coating (9) and etch-
ing treatment are repeated (S5, S6) at least once, and on or above the pla-
narization layer (7) and above the waveguide (3) an active element (10) is
provided (S7), which comprises at least one material or consists of at least
one material which absorbs electromagnetic radiation of at least one wave-
length and generates an electrical photosignal on account of the absorption,
and/or the refractive index of which changes depending on a voltage and/
or the presence of charge(s) and/or an electric field.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer elektro-optischen Einrichtung, insbesondere eines
Photodetektors (6) oder elektro-optischen Modulators (6), bei dem ein Wel-
lenleiter (3) bereitgestellt wird (S1), eine zumindest einen Abschnitt des
Wellenleiters (3) iibergreifende Planarisierungsschicht (7) hergestellt wird
(S2), bevorzugt, indem ein Beschichtungsmaterial aufgebracht, die Planari-
sierungsschicht (7) mit einer Spin-on-Glas-Beschichtung (9) versehen wird
(S3), zumindest im Bereich der Spin-on-Glas-Beschichtung (9) eine be-
vorzugt trockenchemische Atzbehandlung erfolgt, optional die Schritte des
Versehens der Planarisierungsschicht (7) mit einer Spin-on-Glas-Beschich-
tung (9) und der Atzbehandlung wenigstens ein Mal wiederholt werden
(S5, S6), und auf oder
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Verdiffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

oberhalb der Planarisierungsschicht (7) und oberhalb des Wellenleiters (3) ein aktives Element (10) vorgesehen wird (S7), welches
wenigsten ein Material umfasst oder aus wenigstens einem Material besteht, das elektromagnetische Strahlung wenigstens einer
Wellenlinge absorbiert und infolge der Absorption ein elektrisches Photosignal erzeugt, und/oder dessen Brechungsindex sich in
Abhingigkeit einer Spannung und/oder dem Vorhandensein von Ladung(en) und/oder einem elektrischen Feld dndert.



